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Resumen

En este trabajo se presenta la caracterizacion optica de
peliculas y heterouniones de aleaciones semiconductoras
de GalnAsSb, crecidas epitaxialmente sobre sustratos de
GaSb por medio de las técnicas de Fotoluminiscencia y
Fotorreflectancia.

Estas técnicas de caracter no destructivo nos permiten conocer
las posibles recombinaciones radiativas existentes en la
pelicula, ademas nos permite determinar le energia de banda
prohibida y los niveles de impurezas de peliculas y sustratos
semiconductores.

Introduccion

Las peliculas semiconductoras de GalnAsSb son sensibles
a la radiacion infrarroja en el rango de 1.6 a 2.3 micras
sustentadas en la variacion de su composicion quimica, por lo
que podrian ser utilizadas en la fabricacion de dispositivos de
alta eficiencia que sea capaz de detectar gases atmosféricos
como es el caso de los hidrocarburos aromaticos policiclicos
(PAH’s).

Los PAH’s pertenecen a los contaminantes organicos con
grupos funcionales que contienen anillos aromaticos que
absorben radiacion en el infrarrojo, especificamente en la
region infrarroja media.

Procedimiento Experimental

Se emplearan las técnicas de Fotoluminiscencia, en donde
se utilizo un laser multilinea de Argon. Todas las mediciones
experimentales de los espectros de FL se realizaron con una
longitud de onda de 488nm depurada con un filtro de interferencia
a la salida del laser y modulada mecanicamente con un cortador
de luz a una frecuencia de 82Hz, las muestras fueron puestas
bajo condiciones de vacio en donde se vario la temperatura de
15 a 30 K, la sefial obtenida por un amplificador fotovoltaico y
procesada a través de una pc por medio de un programa realizado
en ambiente grafico.

Resultados y Analisis
La tabla 1 muestra los resultados de los espectros de
Fotuminiscencia de Peliculas De InGaAsSb sobre sustratos de
GaSb dopado con Zn.
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Figura 1. Espectros de Fotoluminiscencia de Peliculas de InGaAsSb
sobre sustratos de GaSb.

Conclusiones

El espectro de FL muestra una banda asimétrica compuesta
de dos transiciones en el rango de 0.63-0.64 eV. Cuando la
concentracion de Zn aumenta en la pelicula de InGaAsSb el pico
de luminiscencia se mueve a menores energias.
Paralaestequiometriausadaenlapelicula,In0.14Ga0.86As0.13Sb0.87
, la energia de banda prohibida es 0.653 eV; por lo tanto, las dos
transiciones observadas observadas en el espectro de FL estan
localizadas alrededor de 20 y 11 meV debajo de la energia de banda
prohibida.

Concluimos que el dtomo de Zn genera la banda de 0.633 eV,
que es un nivel aceptor con energia de ionizaciéon de 20 meV.
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